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【はじめに】次世代ディスプレイの薄膜トランジスタ(TFT)は、In系金属酸化物をチャネル材料に

用いた研究が盛んである。しかし、In-O の酸素かい離エネルギーが小さいために酸素欠損の制御

が容易でなく、結果としてトランジスタ特性へ大きな影響を及ぼしている。これまでに、高い酸

素かい離エネルギーを有する元素を添加した InTiO, InWO 及び InSiO をチャネル材料に用いた

TFT が報告されている[1-3]。ここで我々は、より高い酸素かい離エネルギーを有する炭素に着目

して、In2O3と SiCターゲットの 2元スパッタリング法で In1-xSixO(C)膜の作製及びそのホール測定

による電気特性について報告した[4]。本研究では、In1-xSixO(C)膜をチャネル材料に用いた TFT の

電気特性の結果について報告する。 

【実験条件】p
++

-Si/SiO2(300 nm)膜上に、In1-xSixO(C)膜を

室温で 10 nm成膜した。SiC のスパッタパワーを変化させ

て、In1-xSixO(C)膜中の Si濃度(XSi)を 0.06 ~ 0.20 の範囲で

調整した。そして、300 °C で 1 時間大気中アニール処理

をした。その後、S/D 電極を形成して、250 °C で 10分間

のアニール処理をした。レファレンスとして同様の方法

で InSiO 膜をチャネル材料とした TFT を作製した。 

【結果】Fig. 1 に In1-xSixO(C) TFT (XSi = 0.12) の Id-Vg特

性を示す。SS 値は 0.32 V/dec、 Ion/Ioff比は 2.0×10
8及び

電子移動度 μeff 値は 15 cm
2
/Vs を示した。Fig. 2 に

In1-xSixO(C) 膜の XSi に対する μeff 特性の変化を示す。

In1-xSixO(C)膜の μeff値は、ホール移動度の結果と同じく XSi

が増加するに従って減少する傾向を示した。この傾向は、

InSiO 膜の場合と同様であり、Si 濃度が μeff値へ大きな影

響を及ぼす重要な要因であることが分かった。 
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Fig. 2 The field effect mobility as a function 

of Si content of the In1-xSixO(C) films. 

Fig. 1 Id-Vg curves of the In0.88Si0.12O(C) 

TFT. The Vth hysteresis was 0.61 V. 
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